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【背景】4H-SiC-MOSFET では、例えば熱酸化やメタル堆積時などのプロセスによる応力で

SiO2/SiC 界面に歪が生じることが知られている[1]。しかしながら、その歪がどのように電気特性

に影響するかは理解が不十分である。そこで、本研究では 4H-SiC-MOSFET に機械的な一軸応力

を印加し、歪がMOS界面の電子移動度に与える影響について詳細に調べた。 

【実験方法】4°オフ p型 4H-SiC(0001)基板上に作製された nチャネル MOSFETに対して、冶具

を用いて圧縮および伸長の一軸応力を試料に印加し、界面移動度の歪依存性を評価した。評価は

同一試料に対して[112
—

00]方向に圧縮または伸長応力を印加した状態で[11
—

000]方向および[112
—

00]方向

に電流を流し、ID-VG 測定を行い、電界効果移動度を算出した。このときの電圧印加条件は

VD=100mV、VG=-2V から 55V とした。なお、歪量は 532nm のグリーンレーザーを用いた顕微ラ

マン分光法により0 E2（TO）モードの SiC表面付近のラマンシフトから見積もった。 

【実験結果および考察】Fig.１に印加応力と、応力印加なしを基準とした移動度の変化量の関係を

示す。応力は、応力印加なしの試料のラマンシフトを基準にラマンシフトの差から、 

-323MPa/cm-1[2]の値を用い換算した。圧縮応力を正、伸長応力を負で表している。どちらの電流

方向においても、伸長応力では移動度が

減少する傾向があり、一方圧縮応力では

移動度が増加する傾向が得られた。また、

応力印加方向と垂直方向である[11
—

000]方

向に電流を流したときの移動度の変化量

の方が[112
—

00]方向と比べ大きい結果が得

られた。本結果から、応力の移動度への

影響は、応力印加方向により異なること

がわかった。当日は移動度の温度依存性

についても議論する。[1]0W.0Fu et al.,0Ext.0

Abstr.0 Int.0 Conf.0 Solid0 State0 Devices0 and0

Materials,0(2018).0[2]0R.0Sugie0et al.,0J.0Appl.0

Phys., 122,01957030(2017). 

Fig１．Relationship0of0variation0of0field-effect0

mobility0on0mechanical0stress0in0the04H-SiC0MOSFET. 
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